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В В tt A в и и 1«; 

Рекомбинационные процессы носителей заряда играют суща* 

отвенную роль в самых различных .{зипичесрих процессах в кри­

сталлах [ l ~ 8 f 50$ # Показано», что в адлочногалоидных кристал­

лах активаториая рвчиолнмииесцеиции. в т ш числе и сцинтиля­

ции. в основном определяются електрони(Ь,т(ырочными процессами 

14] • Термостимулировеиная люминесценции ь кристалле оо сборах 

такяе определяется иплучательными перекорми пли peí омом на ­

ции носителей [ ö j » Рекомбинациоиные процессы объясняют тать 

­се многие явлегйя в полупроводниках ­ провозимое** ь 9 те;ррлогаль­

оаничеокие явления и др. [ Ч ' Ч • Ьти» объясняется обший и?ь 

еерес к рек ovo и на ци он ны м процессам как со стороны физики ди­

алектрикоВ| так и физики полупроводников 

БояэдоЙ вклад в гаучешче рекшбйнационных процессов в 

ионных кристаллам внесли научим а коллективы! воагл?шлиешв 

^.в #Лнтоиовым­РомаиовошМ| А.И.Лрсеньевой­Гейль! A. íory írn , 

Й . К . В И Т О Л О * S # JURöu f Л»Клементом, Ч.Б*Лущиком, н.Л.^оген­

атерн, Ю./ипаффиановичем, Л.М.Шамовским, йш*Шулжмаием и чр. 

Систематические йослэдования рекомбииационной лкшиесцон* 

кии в вшлочногвлойдиых гфиёгалла]* позволили В»В*Аитонову­Рома­

новскшу сформулировать первую общую теорию птих процессов 

[ о | 7 ] 4 В основе втой теории леяит представление о малой 

длине свободного пробега носите еП, что повволяе* описывать 

рейшбинациояные процессы диффузионным уравнением. Вта теория « 

тъфузионная теория рекшбинациониой лшииесценций ­ позволила 



интерпретировать ряд вксперимеитаяьных результатов по рекам­

бииационной люминесценция кристаллофоофоро». 

Однако диффузионная теория была разработана для случая 

малой длинм свободного пробега носителей. В реальных кристал­

лах величина свободного пробега моыет изменяться в широких 

пределах ­ от одной до нескольких сотен постоянных решетки 

и больше. Конкретная величина пробега зависит от дефектов, 

температуры и отличается для алектроиов и дырок. Поэтому ин­

терес представляет рассмотрение более общего случая теории 

рокомбинационных процессов, когда длины свободного пробега 

не малы. 

Настоящая работа является развитием идей, сформулирован­

ных в диффузионной теории рскомбияационной люминесценции [3] , 

Задача диссертации заключается в определении кинетичес­

ких параметров рекомбинации носителей заряда на центрах» не 

ограничиваясь малыми значениями длин свободного пробега» 

Для этой цели рассматривалось кинетическое уравнение Больц­

маиа с нелинейным членом, учитывающим убыль носителей вслед­

ствие рекомбинации. Ьто является более общим случаем теории 

рекомбянациониых процессов. Рассматривались разные моде­

ли центров: нейтральный, заряженный и ципольный. Получены 

выражения для аффективных сечений рекомбинации в зави ­

симооти от кинетических параметров (длины свободного про­

бега , радиуса сферы рекомбинации | радиуса сферы захвата)» 

Определен характер функции распределения носителей в зависи­

мости от расстояния для вышеупомянутых моделей. Проанализи­

рован также предел пршленимости выразкений для аффективных 


